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Die folgenden Angaben eind den vom Anmelder efngerelchten Unterlagen entnommm 

(g) Selektrves Aufbringen von Polymerfilmen 

© Verfahren zum aelektiven Aufbringen von ala Loaung 
handhabbaren Ftlmen fur die Erzeugung ernes ge muster- 
ten Fllma Inebesondera auf dem Geblet von integrferten 
elektronfschen und optoelektronischen Efnrlchtungen. 
Ein a(8 Ldeung handhabbarea organlachea Material wfrd 
selektfv aufgebracht Indem dieses Material durch elne 
langgestreckte Bohrung von elnem In Vsrblndung mft el- 
nem VorratabehSlter dieses Materials stehenden entferrv 
ten Ends zu elnem distal en Ende nahe elnem Substrat fOr 
die Aufnahme dieses Materiala zugefflhrt wfrd, wobel die 
Zufuhrung des Materials derart gesteuert wfrd. daS Infol- 
gedesKontaktszwiachendem Material und dem Substrat 
daa distal e Ende urtter der Wlrkung der Schwerkraft oder 
der Benetzungsspannung oder elner Kombinatfon dersel- 
ben verlSGt. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfafaren zum selckxivc Auf- 
bringen von als Losung handhabbaren Filxnen zur Erzeu- 
gung eines gemusterten Films insbesondere auf dem Gebiet 
vgd integrierten elektrorrischen und optoelBktrcDiacben Ein- 
richtungen. 

Vide integrierte elektronische Einrichtungen ezfbrdem 
das Mustem einer oder mehrerer dflnner Schichten, die in 
diesen Einrichtungen nrit verscrnedenen Auflosungswerten 
verwendet werden. Dies ist der Fall fur oiganischc elektro- 
nische und opto-cleJctrocrische Einricbtungen, das sind Ein- 
richnmgen, (fie wenigstens edne elektrisch aktive oder opto- 
elektrisch aktive organische Schicht enthaltea Solche Ein- 
ridxtuogen umfassen gemusterte und/oder me brf ar bige or- 
ganise!* lichteamtdermde Einricbtungen (OLEDs) und ins- 



10 



besoodere solche, die Uchtermttierande Polymere enthallen 

*W ¥~WT> n r\ • • *■ mm m m . . 



organische sp 



(LEPs). Solche organischen Schi 
Leiter sein, wie leitende Polymere (Folyanilin, Polyethylen- 
dioxythiophen und andere Polythiopbene, PolypynoL und 
dergL und ihie dotierten Farrnen) oder fluoreszierende orga- 
nische Verbindungen und konjugierte Polymere, wie Alq3, 
PolYpbenylene und Deri vale, Folyfluorcne und Derivate) 
Polythiopbene und Deri vale, Polypheny lenviny lene und De- 
ri vate, Polymere, die heteroaramahsche Ringe enthaltea, 
unddergL oder aligemein konjugierte Verbindungen (Mole- 
kOle und Polymere), die Ladungstragertransport aufrccbter- 
halten konnen, oder organische Halbleiter. 

OLEDs, wie sie in der US-Patentschrift Nr. 5 247 190 
oder in der US-PWentschrift Nx 4 539 5(tf beschrieben sind, 
auf deren Inhalt bier Bezug genonmien wird, sind Displays 
in Form von ebenen Flatten, die elektrotrisch aktive dunne 
organische Schichten enthallen, wie oben erwannt In 
US 5 247 190 ist die aktive organische Schicht ein lichte- 
mittierendes nalbleitendes konjugiertes Polymer und in 
US 4 539 507 ist die aktive organische Schicht ein lichte- 
initnerender sublimierter Molekularfilm. Diese Displays 
enthalten erste und zweite Elektroden, die in der Lage «inri 
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schen den Elektroden angelegt wird, warden Ladungstrager 
entgegengesetzter Art in die lichteininierende Schicht inji- 
ziert, wo sie rekombinieren und darm strahlend zerf alien, 
urn Licht zu emitderen. Die WellenlSnge des emitticrten 
Lichts kann duich geeignete \Wil der lichtemittierenden 
Polyrnerschicht eingestellt werden, urn dadurch die Farbe 
zuverandern, die emittiert wird Andere Schichten konnen 
einges chloss en werden, beispielsweise ist es moglich, eine 
Ladungstansrjortschicht zwischen einer oder beiden Elek- 
troden und der hchtemitnerenden Schicht einzuschlieBen, 
urn die Injektion von Ladungstrfigern von den Elektroden in 
die hchteinittierende Schicht zu u 
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dv konnen mehr als eine lichtemittierende Schicht 
eingebracht werden, um eine andere Art der Steuerung der 
Farbe der emittierten Strahlung zu erzeugen. Solche Dis- 
plays werden im einzelnen in den oben genannten US-Pa- 
tentschriften beschrieben und werden dahcr trier nicht mehr 
im Detail beschrieben. 

Andere organische optische, elektronische und optoelek- 
tronische Einricbtungen sind gemusterte Farbfilter fur LCD- 
Displays, gemusterte Fuioreszenzfilme, Fotodioden und fo- 
toyoltaische ZeOen, Dunnschicht-TVarisistoren, Dioden, 
Trioden, Optokoppler, Bildverstarker und dergL und ver- 
schiedene Kombinationen dieser Einrichtungcn in integrier- 
ten elektrorrischen Schaltungen. 

Hohes I^snmgsvezmdgen von optiscben, elektromschen 
und optcelektrorrischen Einrichmngen, die solche aktiven 
organischen Schichten enthalten, erfordert eine groSc Sorg- 



falt beam Aufbringen und \ferarbeiten der organischen 
Schichten. Werm "Xomrxomisse" bei der Verarbeitung und 
Aufbringung dieser Schichten gemacht werden, verschlech- 
tert sich oft das Leistungsvermogen der Einrichtung. Solche 
^mpronrisse" sind jedoch oftmals erfesderiich, beispiels- 
weise bei der Herstellung von Einrichtungen, in denen eine 
oder mehrere aktive organische Schichten als Muster aufge- 
bracht werden mflssen, beispielsweise zur Herstellung einer 
mehrmrbigen rot-grunblau (RGB)-IJBB-Binrichtung 

Yersdriedene Musterungsverfahren sind untersucht und 
entwickelt worden, um gemusterte organische Dunrrfilmein- 
richtungen herzustellen, von denes die meisten in ihrer An- 
wendbarkeit sehr begrenzt sind und/oder Nachteile in dem 
Sinn aufweisen, dafi die Leistungsfalugkeit dieser Binrich- 
15 tungen schlechter ist als diejenige von ungemusterten ent- 
snrechenden Einrichtungen. Diese Musterungsverfahren 
"assen das Aufoampfen durch Lochmasken odor unter 
ifischen Winkeln und \ferweodung von Separatoreo auf 
den Substraten der Einrichtung, was beides fur gemusterte 
20 Einrichtungen unter Verwendung von sublimierten organi- 
schen Klmen angewendet wird. Diese \ferfahren haben je- 
doch Einschrankungen hinsichtHrh GroBe und/oder Auflo- 
sung und sind nicht wirklich fur als LSsung handhabbare 
Materialien, wie konjugierte Polymere, anwendban Ver- 
25 schiedene fc4oUthogratlsche Mustenmgsverfahren konnen 
gru nds flt zli ch zum Mustem von organischen Hlmen ange- 
wendet werden, abcr dies fuhrt oft zu einer ^mrciriigung 
der Trennflachen und einer Verse hlechterunc der Leisnmoc 
flhigkeit der Einrichtung. In vielen Fallen sind die Ve*^- 
30 ren (UV-Licht, Brenn- oder Trodcenschritte und dergL) und 
die Chemikalien (Fotoresiste, Atz- und Entwicklungslosun- 
gen, LOsungsmittel und dergL), die bei Uthogran&chen Ver- 
fahren angewendet werden, mit aktiven orgamschen Schich- 
ten nur gerade vertraglkh, wenn flberhaupt All diese \fer- 
fehren bedingen zusatzb'che Verarbeiamgsschritte und infol- 
gedessen Kosten, 

Als Alternative zum Aufbringen von Materialien, die als 
Lflsung handhabbar sind, wurde Tmtenstrahldruck fur die 
Herstellung von Einrichtungen mit Mustern hoher Auflo- 
sung untersucht. Obwohl Tintenstrahldruck ein sehr attrakti- 
ves >ferfahren zur Herstellung von gemusterten Einrichtun- 
gen ist, da es direst die Muster auf das Substrat "schreibt", 
ohne dafl zusatzliche nachfolgende Musterungs schritte er- 
forderlich sind, ergibt er auch Einschrankungen fur das Ver- 
45 fahren: die mit Untenstrahl gedruckten Losungen, wekhe 
das bzw. die aktive(n) organische(n) Material(ien) enthalten, 
mflssen einen Bereich von Erfordcxnissen erfQllen, der sich 
auf die Viskositfit der Losung, die Xonzentration und/oder 
die Benetzungseigenschaften des l^ntenstrahl-Druckkopfes 
50 beziehen. Bei diesem Verfahren wurde auch untersucht, Ein- 
richtungen nrit hoher AufiOsung nrit den gecignet bochauflo- 
senden Druckkopfen zu mustem, und daher miissen die Hn- 
terisu^-TropfcherjgraBen ziernlich klein sein, was Auswir- 
kungen auf den Durchsatz hat Wenn daher gr6Bere Displays 
55 (oder andere Einrichningen) nrit grofieren Pixels oder "Ab- 
standsbcreichen" hergestellt werden sollen, beispielsweise 
Uber 50 urn oder sogar flber einige 100 um, fur die jedoch 
die Aufl^sungsanforderungen nicht sehr hech sein konnen, 
sinkt die Attraktion des hochaufldsenden Tmtenstrahl- 
60 drucks. 

Es ist ein Ziel der Erfindung, ein Muster- und Aufbring- 
verfahren fur als Losung handhabbare Materialien zu schaf- 
fen, die als aktive dfinne Rime in optischen, elektronischen 
und optoelektronischen Einrichtungen verwenden, welches 
« die obigen Nachteile verdrangt oder beseitigt 

Geman einem Aspekt schafit die voriiegende Erfindung 
ein Verfahren zum selekn yen Aufbringen eines als Losung 
handhabbaren oigamschen Materials durch Aufbringen des 
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Materials durch eine langgestreckte Bohrung von einem in 
Verbindung mat einem VfocratsbcMllcr dieses Materials ste- 
henden entfernten Ende zu einem distalen Ende nahc eincm 
Substrat zur Aiimahme dieses Materials, wobci die Zufilh- 
rung des Materials so gesteuert wird, daB es das distale Ende 
unter der Wirkaing dar Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spanzamg oder einer Kombinadoo derselben infblge des 
Kontakm zwischen diesem Material und dem Substrat ver- 

Die Beoetzungsspannung kommt ins Spiel, wenn ein 
TrOpfchen des Materials in Kontakt mit dem Substrat gc- 
bracht wild, wghrend cs noch am distalen Ende der Bohrung 
"festhangt", Es veranlaBt das Substrat, das Trdpfcheo vom 
A ~ Bohrung ■abzuziehen^ Die Beoetzungs- 
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langgestreckten Bohrung in Verbindung stent, 
Gffnungen cine Verbindung der Bobrungen mi 
ratsbehaltcr ermfigiichen. 

Fur die YBrwendung verschiedener Materialien, z~ B. un- 
terschiedlicher Farben, kann mehr als eine Bohrung verge- 
sehen werden. 

Eine mchrfarbigc lkhtemituerende Einrichtung kann drei 
langgestreckle Bohrungen in \tabindung mit jeweils unter- 
schiedlicben MmtsbehaJtem zur Zuflihrung von unter- 
schiedlicfaen Materialien zu vorbestimniten Bereichen des 
Substrats umfassen, wobei die unterschicdlichcn Materia- 
lien lichteinittierende organische Materialien sind, die Licht 
von unterschiedichen ^fellenlangen enrittieren konnen. 

5cf . . nw^i u ~— 038 Substrat kann ein vorgefbnnties Muster von TYenn- 

^£^J? Obertobenspanniin^^ des u material (eine sogenannte -Bank") zur Bildung vorbcatiinm- 
iSftr FIT te P°^ terBcreicbe tragenTTdenen das LoSSSSSS^ 

^^^S^^^ f toBeoetzungs- flnden so* Urn eine optische, c^lektion^nToder etok- 

8^ der Bohrung terial m den vorb^mnten B«ld» W £a33S 

ReueriL Die Vsrwcndung der BenetzungBspannung ennog- 20 Aurbringen aufeebracht worden J^ waOTSClcU,vcn 



licht einen kontrollierbareren und statischen Aufbringvor- 
gang. FQr grofie Aiifbringflachen ist es jedoch auch rnoglich, 
dafi die vorberrschende Kraft die Schwerkraft ist, d. h., daB 
das TrOpfchen das distale Ende der Bohrung vor der Kon- 
taklherstellung mil dem Substrat verlafit 

Die t)bertragungsgeschwindigkBit und -menge des durch 
die langgestreckle Bohrung zugeftlhrten Materials wird vor- 
zugsweise durch Auswahl einer Kombination von Parame- 
tem einschlififllirh der Querschnittsflaehe der Bohrung, des 
Abstandes vom Substrat und der Zeit und des vom \brrats- 
behBlter ausgeObten Drucks gesteuert. 

GemSB einem weiteren Aspekt schafft die Erfindung ein 
Verfahren zum Herstellen einer optischen, elektronischen 
oder optoelektronischen Einrichtung, die die Schritte urn- 
faBt: 
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(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbestinnnten 
Musters von Trenn material zur Bildung von vorbe- 
Btimmten Bereichen fur das darauffolgende Aufbrin- 
gen eines als Losung handhabbaren Materials; 40 

(b) Aufhringen eines als Losung handhabbaren Mate- 
rials in den vorbertimniten Bereichen durch Zuflihren 
des Materials von einem in Verbindung nrit einem \br- 
ratsbehSher dieses Materials stebenden entfernten 
Ende einer langgestreckten Bohrung zu einem distalen 45 
Ende dieser Bohrung nahe den vorbestimmten Berei- 
chen, 

wobei die Zufllhrung des Materials derart gesteuert 

~~ Wirkung 



Die Steuerung der Trcpfchenausgabe aus den Bohrungen 
iMffln unter Anwendung einer Anzahl von Faktoren, insbe- 
sondere der folgenden, erfolgen: 

(i) Querschnittsflache der Bohrung, vorzugsweise im 
Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm* und/oder varzugs- 
weise kicisformig nrit einem Durchmesser von mehr 
als 50 urn und vorzugsweise mehr als 200 urn; 

(ii) der Abstand zwischen dem Substrat und dem dista- 
len Ende der langgestreckten Bohrung, vorzugsweise 
weniger als 10 mm, vorzugsweise noch weniger als 
5 mm und noch besser weniger als 1 mm; 

(iii) Obertragurjgsgeschwindigkeit des Materials 
durch die Bohrung, vorzugsweise weniger als 3 m/s 
und vorzugsweise noch weniger als 1 m/s; 

(iv) Pixelausbieitungsflacben, die von irgendeiner 
zweckmflBigen Form sein konnen, z.B. quadrahsch, 
rechtecldg oder lrasf&nrig, und welche vorzugsweise 
einen grofiten Durchmesser von mehr als 50 urn, mOg- 
keberweise mehr als 100 urn besitzen, jedoch vorzugs- 
weise weniger als 3 mm und vorzugsweise noch klei- 
ner als 1 mm Der bevarzugte Bereich der Ausbrei- 
tungsflachen, fflr den die Ernxdung besonders brauch- 
bar ist, betragt 250 urn 2 bis 9 mm 2 . 



Dieses Verfahren ist insbesondere anwendbar fur die Her- 
stellung einer Hchtenritderenden Einrichtung, in welcher die 
Anzahl von Hekirodenbereichen Anodenbereiche sind, und 
c»4*»rUoA t , & ™ bd der das %rfahren einen weiteren Schritt der Aufhrin- 

ssSSSSe"* SSassessaisS 

Aufbrineune in vorijesn^Sn^Sj^J^J^ tewhen, bei Anwendung eines neuen AuftringverfehreM, 
«uinnngung in varoesnmntten Bereichen des Substrats er- das usbesoadere fur die Herstellune von Bemustert m ViZ 

Substous beweghch ist Bm einer weiteren AusfUbrungs- DurcLate und niedruen ^u^J^^^ST^ 

fonn 1st das Substrat bezUglich der wariestens einen lant.^ mh^^r^T meongen ^osten. Uea der bevorzugten Aus- 

strectom Bohrung bewegUchgeSg^^ a SHZ" 1 " 1 *" Auftangverfahmi in Verbindung 

_ . - suwgciagcn. 65 nut Substraten angewendet, die eine Bank von Trennberei- 

chen aufweisen, die zwischen sich Wanneo bilden, in die das 
verarbeitbaie Material aus einer oder mehreren Anardnun- 
gen von Pipetten getropft wird. Das Tropfeo des als LOsung 



wvnw^uvu &^LOgtX U 

Die Bohrurigsanordnung kann aus einer Anardnung in 
Perm einer Platte bestehen, die eine Anzahl von Oflmungen 
besitzt, deren jede mit einer entsprcchenden vorstehenden 
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handhabbaren Materials kann von Hand odor automatisch 
gesteuert werden. 

Das Aufbringen des als Lbsung handhabbai _ 
insbesoodere oiganischer Substanzen, z. B. Poly 
Pipetten ist ein langsameres und statischeres Vaf ahren als 
der Tlntenstrahldruck, and daher sind Merkmale, die ncrma- 
lerweise beim llntenstrahldruck wichtig sind, wie Polymer- 
viskosita% Oberilacbenspannung und Benetzungswinkel, 
weniger kntisch oder sogar irrelevant Beim Untenstrahl- 
druck ist es oftmals notwendig, Beoetzungsmittel und/oder 
Mittel zur Anderung der Viskositflt den Tmtenlfisungen zu- 
zugeben, um zu ennCglicfaen, daB dieselben durch das Hn- 
tenstrahlverfahren aufgebracht werden, Bei der voriiegen- 
den Erfindung besteht viel weniger die Notwendigkeit, das 
Material selbst zu verfindern. 

Das Verfahren wird hicr so beschrieben, daB aktive Pixel- 
bereiche innernalb einer arganischen lichtenntriereoden 
Einrichtung gebildet werden, aber es wird bemeikt, daB an- 
dere Anwendungen moglich sind. 

Es ist zu erwarten, daB das als Losung handhabbare Mate- 
rial aus der Pipette mat einer Geschwindigkeit von wemger 
als 3 m/s und vorzugsweise weniger als 1 m/s austritt Die 
Pipetten sind vorzugsweise vertikal obemalb des Substrate 
angeordnet obwohl sie auch unter ein em Winkei angeord- 
net sein konnten, Bei der zweckmSBigen Anotdnung ist das 25 
Substrat in einem Abstand von distalen F"^p der Pipette an- 
geordnet, der ausreicbend klcdn ist, so daB der Tropf en, der 
vom distalen Ende der Pipette freigegeben werden soil, in 
Kontakt mit dem "Ausbreimngsbereich" auf dem Substrat 
stent, bevcr er die Pipette veriMBt, so daB die Becetzungs- 30 
spannung beim Erzeugen einer Kraft zum "Heraisziehen" 
des Tropfchens auf das Substrat cine Rolle spielL 

Das aus den Pipetten freigegebene Vblumen kann leicht 
durch die Abmessungen der Pipette und die Zeit und den 
vom Vorraisbehfito ausgeubten Druck eingestelll werden. 33 
Es kflnnen vorhandene automatisierte prfizise Mikro-Pipet- 
tieranordnungen verwendet werden, welche haufig in der 
Mafehannazeutischen "Wissenschaft Anwendung finden, 
wenn sie geeiguet modifiziert werden. Eine Steuerung des 
Aufbringverfahrens kann durch die Konzentration des als 40 
Losung h and h a b baren Materials, die Menge der ausgegebe- 
nen Losung, die Benetzung des Substrats iiber die aktiven 
Pixelbereiche und das Banktrennmaterial erredcht werden. 
Grunds&tzlich ist das Verfahren viel billiger als der llnten- 
strahldruck und ermdglicht ednen viel hdheren Durchsatz. 45 
Obwohl die Auflosung der akriven Pixelbereiche, die durch 
das ernndungsgemaBe \ferfabren gebildet werden, nicht so 
fein sein kflnnte, als es mit Tlntenstrahldruck moglich ware, 
uberwiegen dennoch die Afarteile die Nachteile fur Binrich- 
tungen mit grtifieren "Ausbreitimgsbereichen n . so 

Andere bevorzugte, jedoch nicht wesentliche Merkmale 
unierscbeiden das hier beschriebene \ferfahren vom Tlnten- 
strahldruck. Die hier angewendete TxcpfengrQBe ist griSBer 
als bei einem typischen luitenstraMverfahren, und bei der 
beschriebenen Aiisfuranrngsform liegt die QuerschnittsM- S5 
che der Bohrung im Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm 2 . 

Bei dem hier beschriebenen Aufbringverfahren werden 
Trfipfchen nicht wie beim Tintenstrahldruck ausgespritzt, 
sondern doe Ausgabe aus den Pipetten erfblgt varwiegend 
unter dem EinfluB der Benetzungsspannung durch den Kon- 60 
takt nrit dem Substrat So werden Tfcipfchen in besser steu- 
erbarer Weise aufgebracht 

Bei dem hier beschriebenen Verfahren ist es mtiglich, daB 
die Tro^chengrSBc so gchalten wird, o^jeder aktive Pixcl- 
bereich nur durch einen Tropfen gebildet werden kann, aber 65 
es wird bemerkt, daB eine Anzahl von IVdpfchen errarder- 
lich sein kann. 

Die hier beschriebenen Verfahren haben einen wedteren 



groBen Vbrteil gegeniiber dem Tintenstrahldruck, indem sie 
nicht einen komplizierten Tmtenstrahlkopf erfordem, wel- 
cher sehr cdnschrankccde Anforderungen fur die statiscben 
und dynamischen L&simgseigenschaften stellt, wie Viskosi- 
tflt, Trocknen, Benetzungswinkel mit der Dflsenplatte, Obcr- 
flSchenspannung, ZusfiTTen der TlntenstrahMusen, verwend- 
bare Ldsungsmittel fQr den Tlntenstrahlkopf und dergL 

Zum besscren Vers tan dais der E rfindung , und um zu zci- 
gen, wie dieselbe ausgefiihrt werden kann, wird lediglich 
beispselhaft auf die Piguren Bezug genornmen. Es zeigen: 

Fig. 1 cine statischc Darstellung des Grundgedankens der 
E rfindun g; 

Fig. 2 eine schemahsche Darstellung des Aufbringens bei 
Verwendung einer ednzigen Pipette; 

Fig. 3 eine schcrnatischc Darstellung des Aufbringens bei 
Verwendung einer linearen Anordnung von Pipetten; 
Flg.4 eine Draufsicht auf eine Anordnung von Pipetten; 
Fig, 5a und 5b Draufsicht bzw. Seitenansicht einer An- 
ordnung fur mehrfarbiges Aufbringen; 

Fig. 6 eine andere Anordnung fur mehrfarbiges Aufbrin- 
gen; 

Fig. 7 eine Darstellung des schrittweisen Bewegens einer 
Bpettenanordnung; 

Fig. 8a und 8b eine Darstellung der Wirkung der "Bank" ; 
^a^er? ^ ^ Dar8lellung von zweischichtigen 

Fig. 10 eine Draufsicht auf das Substrat vor dem Aufbrin- 
gen; 

Fig, 11 eine Anzahl von mdglichen unterscrnedlichen 
Bankfonnen; 

Fig. 12 eine Darstellung einer alternativen Substratform; 
und 

Fig, 13 eine schematische Darstellung eines QLED. 

Der der Erfindung zugnmdeliegende Grundgedanke be- 
steht darin, eine Anordnung von Pipetten zu verwenden, um 
eine gemusterte Anordnung von Tropfchen einer Losung ei- 
nes Materials aufzubringen, das aus irgendeinem als Losung 
handhabbaren oiganischen Halbleiler oder Leiter besteht 
Fig. 1 zcigt den GrundgedankciL In Fig. 1 ist mit 2 das Sub- 
strat fur eine organische Einrichtung bezeichnet. Wie in der 
Technik bekannt kann das Substrat aus Glas oder Kunst- 
staff gebildet werden, es ist jedoch narmalerweise durch- 
sichtig oder im wesentlichen durchsichtig. Das Substrat 2 
tragt eine Anzahl von ersten Hektrodenbereichen 4, die in 
Form von langgestreckten Streifen auf dem Substrat 2 vor- 
gesehen sind Die Elektrcdenbereiche 4 kttnj nen aus Indium* 
zinnoxid (TTO) gebildet werden, wodurch Anafcnbereiche 
fur einzelne Pixels der Einrichtung ausgebildet werden. Die 
Elektrcdenbereiche 4 kttnnen unter Anwendung irgendeiner 
bekannten Technik geformt werden. 

Die Hektrcxienbereiche 4 werden durch eine "Bank" ei- 
nes isolierenden Films 6 voneinander gettennt, die selbst ge- 
formt oder gemustert sind, um Wannen 8 zu bilden, deren 
Bdden in KontaJd mit den Elektaxfenbereichen 4 der Ein- 
richmng stehea Die Fccmung der Bank kann durch irgend- 
eine bekarmte Technik erfolgen, wie Sicbdmck, Fotolitho- 
grafie, Mikrckcntaktdruck und dergL Alternativ kann die 
Bank selbst durch \ferwendung von in Reihe angeordneten 
Pipetten mit dem hier beschriebenen selekdven Aufbring- 
verfahren aufgebracht werdert So kann das Aufbringen der 
Bank als Vorstufe unter Verwendung einer Anordnung von 
Pipetten durchgefuhrt werden, gefolgt von einem anschlie- 
Benden Schritt des Aufbringens des als Losung handhabba- 
ren arganischen Halbldters oder Leiters. 

Eine Anzahl von Pipetten 10 ist dargestellt, deren jede nrit 
einer entsprechenden Wanne 8 ausgerichtet ist Die Pipetten 
10 sind flber eine Leimng 12 mit einem VonatsbehaTter 14 
verbunden, der eine aufeubringende Losung cnthalt In Fig. 
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1 ist zwar eine Anzahl von Pipetten 10 dargestellt, deren 
jede mil eatsprecbeodtn Wanneo 8 ausgerichtet und not ei- 
nem gcmcinsamen \bnatsbchfilier 14 tiber cine gemein- 
samc Leitung 12 verbunden ist £s sind jedoch mehrere an- 
dere Anoidnungen rnttglir.h, wie im Mgenden beschrieben 
wird. Die Ancrdnung gemlB Fig, 1 wild nur verweodet, urn 
das Prinzip derErfindung zu eriautern. 

Das Substrat ist vorzugsweise ebcn (vor dan Auftringen 
der Bankbereiche) und horizontal angeordnet, wihiend die 
Pipetten im wesentlichen vertikal angeordnet «nri Dies 
tiigt zur Erzielung ciner glrichforrmgen Filmdicke ttber die 
Ausbreitungsboeiche bed, die zwischen den Banktren- 

sind. 

\ derErfindung ermfi glicht das Auf- 
bringen von Fleckcn von Losungstropfen 16 in kontrollier- 
ter Weise in die Wannen 8. 

Es wird zwar der Ausdcuck Pipette durchwegs zur Be- 
schreibung der Ttale 10 benutzt, es ist jedoch zu bemerken, 
daS diese Teile die Form von langgestreckten hohlen Rnhren 
bcsitzen, die das Auftropfen einer Lfisung unter der Wir- 
kungderScbweikraft von einem nrit dem Vbrratsbehalter 14 
verbundenen entfemten Ende des Rofars zum distalen Ende 
des Rohrs nahe den Ofthungen der Wannen 8 ermoglichL 
Anderc Teile, die zur Verwirklichung der Pipetten 10 ver- 
wendet weiden k&mten, konnten beispielsweise Mikropd- 
petten, Spritzen, varstehende Dtisen, bohle Nadeln und 
dergL sein. Die Bohrungen kfinnen konisch oder zylindrisch 
sein. Bei der beschriebenen Anordnung hat die Bohrung der 
Pipetten 10 eine Qoe rschnit t sflSch e im Bereich von 
0,001 mm 2 bis 10 mm, Bei der bevarzugten Anordnung ha- 
ben die Pipetten eine kreisfornrige Bohrung und der Durch- 
messer ist vorzugsweise grOBcr als 50 urn und besser noch 
grttBer als 200 urn. Bin Durchmesser von 50 urn entspricht 
der Querschnittsflache von etwa 2000 um 2 , und eta Durch- 
messer von 200 um entspricht einer Querschmttsflacfae von 
etwa 31 400 um 2 . Bei der vorliegenden Erfindung brauch- 
bare Pipettenanordnungen sind auf dem pharmazeutischen, 
bio- und biotechniscben Gebiet bekannt und werden daher 
hier rricht im Einzelnen beschrieben, obwohl Abandcrungen 
notig sein konnen, um eine Optimierung der Technik fur die- 
sen Zweck zu ermdglichen. Trotzdem wird bemerkt, daB sie 
aus Glas, Metall, Kunststaff oder Keranrik oder tatsachlich 
aus irgendeinem gceigneten Material hergestellt werden 
kormen, das mit dem als Losung handhabbaren organischen 
Material, das aufgebracht wird, vertraglich ist 

Die Bank 6 spick eine wichtige Rolls, um zu verhindem, 
daB sich LdsungstrOpfchen 16 ausbreiten, und um die Benet- 
zung zu steuern. Obwohl es gnmdsStzlich moglich ist, die 
Erfindung ohne Vbrwendung ednes Substrats mit einer vor- 
her aufgebrachten Bank zu verwirklichen, verbessert das 
Vorhandenscin einer Bank wanrend des Aufbringens die 
Lei stung der fertigen Einrichtungen. Die Bank oder ein Teil 
der Bank kann nach dem Aufbringen enrfernt werden, so 
daB sie am fertigen Produkt nicht oder nur teilweise vorhan- 
denist 

Die Wahl der Bankdicke ist wichtig, um (fie aufgebrach- 
ten Tropf chen 16 richtig mnerhalb des Aufbririgbereichs zu 
halten, ohne die Bank zu tkberfluten. Eine Dicke t von 
0,5 um, vorzugBweise 5 urn oder daruber und noch besser 
10 um oder darUber ergibt eine annehmbare Wirkung. Die 
Bcnet^ngseigenschaften der Bank 6 mils sen cbcafSaDs be- 
ruckskhtigt werden, so daB wenigstens der obere Tbil einer 
Bank nicht leicht durch die Losung benetzbar ist Beispiel- 
hafte Formgebungen der Bank werden ausfunrlicher im fbl- 
genden erifiutert 

Die Bank kann leicht mit bohem Durchsatz und billig 
durch Siebdruck aufgebracht und gemustert oder gefonnt 
werden. Anderc Verfahren umfassen Ubliche Aurbringung 
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(Spin, Schnedde, Memskus, Sprilhen, Beschichten und 
dergL) zusammcn mit rbtolithografi&cfaen Formen oder Mu- 
stern. Eine anderc Alternative ist der Mikrokontakidruck. 
Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines Pipetten- 
aufbrmgverfahrens, wie es hier beschrieben wird. Materia- 
lien fur die Bank sind vorzugsweise organiscbe Iaoliermate- 
rialien, z. B. Folyinrid, konnten jedoch anorgamsch sein. 

Fig. 2 ist eine schematiscbe Darstellung einer Anlage, die 
eine einzige Pipette 10 verwendet Die Pipette 10 steht in 
Verbindung mit dem VxxratsbehaUter 14 iiber die Leitung 12. 
Eine Relativbewcgung ist zwischen dem Substrat 2 und der 
Pipette 10 vorgesehen, die entweder eine Bewegung der Pi- 
pette 10 seitlich beztigiich des Substrata ertnoglicht, wie 
durch den Pfiedl A bezeichnet, oder indem eine Bewegung 
15 des Substrats 2 seitlich bezOglich der Pipette 10 bewirkt 
wird, wie durch den Preil B oder beide Pfeile A und B ange- 
geben ist Um eine Bewegung der Pipette 10 zu ermdgli- 
chen, kann die Leitung 12 flexibet sein. Altemariv *™ nn die 
Leitung 12 starr sein und die ganze Krxttenanordnung, wel- 
20 che die Pipette 10, die Leitung 12 und den Vanatsbehfilter 
14 umfaBt, kann beweglich ausgefQhrt sein. Mit 18 ist ein 
Ausgabemechamsmus bezeichnet, der unter der Steuerung 
einer Steuereinrichtung 20 betfitigbar ist Der Ausgabeme- 
chamsmus kann unter Druck oder auch von Hand oder auch 
natisch betitigt werden, Obwohl der Ausgabemecha- 
msmus am Boden des AforratsbehSlters dargestellt ist, ist 
dies nur zu schemadschen Zwecken gewahlt Der Ausgabe- 
mechamsmus kann an irgendeiner geeigneten Stelle in der 
Pipettenanardnung angeordnet werden. 

Fig, 3 zeigt das Aufbringen unter \ferwendung einer line- 
aren Anordnung 22 von Pipetten 10. Die lineare Anordnung 
umfaBt eine Platte, die in Fig. 3 in Seitenansicht gezeigt ist 
und auf ihrer Unterseite eine Anzahl von Oflhungen 24 auf- 
weist, durch die die Pipetten 10 vorragen. Bei der Anord- 
35 nung der Fig. 3 ist eine einzige Reihe von Pipetten 10 in der 
Platte 22 vorgesehen. Die Platte 22 hat Bohrungen 26, die 
ein KomrnuTrizieren der Pipetten 10 mit dem \brratsbehaUter 
14 ermftgh' chert Die lineare Anordnung undVbder das Sub- 
strat 2 konnen sich in der x-y-Ebenc entweder in der x- oder 
40 in dery-Richtungbewegen, 

Fig. 4 zeigt eine zweidirnensionale Anordnung 28 von Pi- 
petten in Draufsicht auf ihre Unterseite, Obwohl in Fig. 4 
nicht ersichtlich, ist klar, daS die Pipetten 10 aus der Unter- 
seite der Anordnung 28 vorragen und in x- und y-Richtung 
45 regelmflBig angeordnet sind. Bei einer zweidimensionalen 
Anordnung der in Jig. 4 gezeigten Art konnen die Pipetten 
10 mit den erforderiichen Aumringbereichen auf dem Sub- 
strat 2 ausgerichtet sein, und die Musterung kann so in ei- 
nem Ein-S chriti- Verfahren stattrlnden. Fur die Anordnung 
SO einer einzelnen Pipette oder einer linearen Anordnung ge- 
mflB Fig* 2 und 3 ist dagegen eine Relativbewcgung erfor- 
dcriich, wie bereits erJautert Es kann ein weiter Bereich von 
regelmfifiigen oder umegelmMfiigen Pipetterianordnungen 
mit oder ohne Verwecdung von Fortschalt- und Wiederho- 
SS lungsbetatigungen ins AugegefaSt werden. 

fig* 5a und 5b zedgen eine Anordnung von Pipetten 30 fur 
menrfarbiges Aurbringen. Das heifit, die Anordnung der Pi- 
petten ist derart, daB sie jeweils nrit Aufbringbereichen aus- 
gerichtet werden ktinnen, die aus verschiedenen Polymeren 
® herzustellen sind, welche Ikhtermtderende Eigenschaften 
bei jeweils unterschiedlichen Wellenlangen besitzen. Die Pi- 
petten sind mit 10r, lOg und 10b bezeichnet, um die Tatsa- 
che anzugeben, daB sie jeweils rot, grfln bzw. blau einitrie- 
rende Polymere zuruhrcn. Sie sind jeweils nrit unterschied- 
65 lichen Voriatsbehaltern 14; 14g und 14b zur Zufllhrung die- 
ser jeweils unterschiedlichen Polymere verbunden. 

Fig, 6 zeigt eine andere Anordnung, bei welcher drei li- 
neare Reihen 32, 34 und 36 zur jeweiligen Zufllhrung der 
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untersehiedliches Licht enrittierenden Polymery vorgesehen 
and. 

Das dm Fig. 5a. 5b und 6 zugnmdclicgcndc Prinzip kann 
auch auf das Aufbringcn anderer Polymere in der gleichen 
Ridming ansgedehnt werden, z. B. leitende Polymere zur 
Bildimg von Ladungstranspaitschichten. 

Fig. 7 zeigt, wic eine lineare Anordnung 22 der in F|g> 3 
gezcigten An mil oner kleineren Anzahl von Pipetten als 
der Anzahl von aufgebrachten Bereichen, die bed der ferti- 
gen Rinri c ht i m g erfbrdedicb rind, verwendet werden kann, 
indem die Anoidnung 22 scbiitrweise in x- und y-Richtung 
versctzt wild. Die gcstrichelten Iirrien bezedchnen zukQnf- 
tige Lagen der Anordnung 22, da sic mehreren Schritten 
(lber dem Substrat unterwarfen wild. 

Bei der vccangehenden Beschreibung wird angenoiu™, 
daB ein einziges TWpfchen 16 der Losung Ober die Pipette 
10 auf den Aufbringbereich an jeder Stelle der Pipette 10 
bzw. der Anoidnung 22 getropft win! Ba ist jedoch durch- 
aus moglich, mehrere Schriae vcszurjehmen, um mehr als 
ein Tropfchen an einer Stelle aufzubringeiL Ea ist feroer 
mfiglich, eine kontimri eriiche oder halbkontwuierliche Srrd- 
miing aus der Pipette 10 anzuwenden, wenn dies nrit einer 
Bewegung der Pipetten 10 rclativ zum Substrat 2 kombiniert 
wird. Dies ist beispielsweisc besonders brauchbar zur Her- 
stellung von linear gemusterten Bereichen mit linear gemu- 
steiten Banker) Beispielaweise ist das Mustem von ver- 
scbiedenen roten, griinen undblauen Polymeren in Streifen 
fur LEPb oder gemusteites fiuoieszierendes Material mfig- 
lich. Ferner ist es moglich, Farbfilter fur LCD-Displays in 
dieser Weise zu mustem, 

Fig. 8a und 8b zeigen die Wirkung der Bank 6. In Jig. 8a 
ist ein lrdpfchen 16 uber dem linkesten Aufbringbereich 
dargestellt bevar es den ITO-Bereich 4 beriihrt Rechts da- 
von ist dargestellt, was passiert, wenn das Hopfchen mil 
dem nO-Bereich 4 in Berflhrung kommt, d. h., es ist zwi- 
schen den W&nden der Bank 6 auf beiden Seiten der Wanne 
8 ewgeschlossen. 

Nach einem Trockmmgsvorgang erscheint die Einrich- 
tung, wie in Fig. 8b gezeigt Das heiBt, das Tropfchen 16 ist 
getrocknet, um Schichten 38 Ober den ITOBercichcn 4 zu 
Widen. Diese Schichten 38 sind dunne Filmschichten der 
Losung, die durch die Pipetten 10 aufgetropft warden sand. 
Die "Ebenheit" der dflnnen Filnxschichten 38 wird durch Be- 
achtung der Losungseigenschaftcn, der Substrat-Benet- 
zungseigenschaften, der Bank-Benetzungseigenschaften 
und der Ebenheit des Substrata ges teuer t. 

fig* 9a bis 96 zeigen ein Substrat mit einer zweischichten 
Bank, wobei die erste Schicht mit 6a und die zweite Schicht 
mit&bezeichiietistDieerstB Scm^htoakannsomitausei- 
nem Material nrit ahnlicben Benetzungseigenschaften wie 
Indiurnannoxid gewfihlt werden, das fur die Ekktrodcnbc- 
refche 4 verwendet wild. Die zweite Schicht 6b kann ihre 
die Wanne 8 bildenden Bander wegweisend von den Ran- 
dern der ersten Schicht 6a aufweisen. Eine Anzahl von ver- 
scMedenen Randanardnungen sind in den Fig. 9a, 9b 9c 
und 9d dargestellt Dies crmogUcfat, daB die Hobederzwei- 
ten Schicht 6b ofane unzulassige Becinfiussung der Benet- 
zungseigenschaften diiekt neben der Inm'unudnnoxid- 
Schicht veigrofiert wird, wobei diese durch die dunnere 
Schicht 6a, das IK) und die Losungseigenschaften gesteuert 
wird. Die zweite Schicht konnte beseitigt wcrden, so daB sic 
im fertigen Produkt nicht vorhanden ist 

Fig. 10 ist eine Draufsicht, die klaier darstelli, wie die 
Bank 6 Oflnungcn oder Wannen 8 bildet um aktive Berei- 
che p fur die Einrichtung festzulegen. Mit 4 sind die Streifen 
des ITO bezeichnet, wie oben. 

FJg. 11 zeigt eine Anzahl von mflglichen Bankfbnnea 
Diese Fonncn konnen zu einer zweischichtigen Struktur 
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aert werden, wie in den Fig. 9a bis 9d gezeigt 
Fig. 12 zeigt eine alternative Substratform vox dem Auf- 
bringcn. Bei to Anordnung der Fig. 12 sind die ITO-Strri- 
fen 4 sicb seitlich erstreckend dargestellt wobei sich der 



s Bankstreifen 6 quer zu 

mdglicht eine Bewegung der Pipette 10 Langs der zwischen 
den BBnken 6 crzeugten Wanne, um Losung in einer konti- 
nuierlichen oder halbkontinuierlichen Stromung aufeubrin- 
gen. Nach dem Aufhringen der Losung und TVocknen zur 
10 Erzeugung eines Films 38 kann eine Kathode aufgebracht 
werden, um das fertige Produkt zu erzeugen, das in Fig. 13 
dargcstelll isL Die Kathode kann beispielsweisc aus Alumi- 
nium oder einer Doppelschicht von Aluminium und Kal- 
zium oder aus irgeodeinem fur ctiganische LEDs verwende- 
ten KathodCTmnterial bestehen. So hat bei dcr fertigen Ein- 
richtung der Fig. 13 die Uchtemittierende Einrichtung eine 
Stmkmr, die aus einem Substrat 2, einer Anzahl von Indi- 
umzinrm xid-Streifen 4, welche sich seitlich erstrecken, und 
einer Anzahl von Bankstreifen 6 besteht die sich quer zu 
den Indiumzinnoxid-Strcifen 4 erstrecken. Zwischen den 
Streifen 6 ist ein dunner Film aus einem lichtenrinierenden 
Polymer 38 gebildet, der das Ergebnis eines Irocknungs- 

labba- 
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schrittcs nach dem Aufhringen des als Losung 1 
ren Materials mit \tawendung der Pipette 10 ist Der dflnne 
25 Hlm38 liegt uber den Indiunmnnoxid^treifen 4 und bildet 
daher aktive Pixels p in den IJberlappungsbereichen. Die 
Kathode 40 flbcideckt die Einrichtung. Wenn ein elektri- 
sches Feld zwischen den Indiumrinroxid-Streifen und der 
Kathode 40 angeiegt wild, werden Ladungstrager entgegen- 
» gesetzter Art von dem EDO bzw. der Kathode in dielichte- 
niittierende Schicht 38 injiziert Diese Ladungstrager re- 
kombinieren und zersetzen sich sirahlend, um das Aussen- 
den von licht zu bewirken. 

Das \ferfahren ist zwar mit Bezug auf die Herstellung von 
OLEDs beschrieben woiden, es wird jedoch bemerkt daB 
auch andere aktive optische, ekktronische oder opto-elek- 
ttomsche Einrichtungen hergestellt werden kdnnen, bei- 
spielsweise mehrtarbige und/oder RGB-Emrichtungen, ge- 
musterte LEPs oder Fluoreszenzfilter, aktive oder passive 
40 Matrizen, Dioden und Fotodioden, Trioden, Optokoppler, 
fotcvoltaische Zellen, DunnschichnransistDren und dergL 
Diesen Einrichtungen ist gemeinsam, daB sie werrigstens 
eine gemusterte aktive orgamsche Halbleiter- oder Leiter- 
schicht enmaltea 

Me Anoidnung wird vorzugsweise nrit einem steuerbaren 
Tropfenabgabemechanismus verwendet, der in der Lage ist, 
steuerbare Mengen der Losung auf das Substrat auszugeben. 
Jede Pipette kann crinzeln steucrbar sein. 

Wahrend die hier beschriebene OLED-Straktur mit einem 
im wesentlichen durchsichtigEn Substrat 2 mit vorgemuster- 
ten Elckrrooenbereichcn von ETD beschrieben wurdc, ist zu 
bemerken, daB auch andere Aufbautcn moglich sind Bei- 
spielsweise und nicht einschrankend ist es moglich, leiten- 
des Zbnoxid oder Metail oder Legierungen als die vorge- 
musterten Elektroden zu verwendea Altera ativ kann die 
Kathode am Boden der Anordnung aufgebracht wexden start 
auf der Oberseite, wie in Fig. 13 dargestellt 

Substanzen, die erfmdungsgemSfi aufgebracht werden 
kflnnen, umfassen die fblgenden: 

a) leitende Polymere, wie PdLyarrilin (PANI) und Dzn- 
vate, Polythiophene und Derivate, Polypyrrol und De- 
rivate, Pbiyemylendioxythiophen; dotierte Formen all 
dieser Substanzen und insbesondere mit Polystyrol- 
SWonsSure dotiertes Pdlyemyleahoxythiophen 
(PEDT/PSS); 

b) als Losung handhabbare Molekularvertrindungen 
einschlicBlich Srn^Verbindungen, wie sie z. B. in EP- 
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A-0 676 461 beschrieben sind; 

c) als Losung handhabbare, Ladung tran s port ierea dc 
und/odcr lumiDcazicrradc/dcklroluminc^cKaidc Po- 
lymerc, vorzugsweise konjugieitc Polymcrc, wie: Po- 
lyphenylene und Deri vale, PolyphenylerrvinyLene und 5 
Deri vale, Polyfluareoe und Derivate, Triaryl enthal- 
tende Polymere und Derivate, Mrifluferpolymere in 
verschiedenen Formen, Copolymcre (einschliefflich 
der oben benannten Polvmerklassen), allgemein stati- 
stische und Blockcopolymere, Polymere xnit der akti- 10 
ven (Ladung transpottiereDden und/oder lurnineszic- 
rcndcn), als Seitengruppen an der Hauptkctie ange- 
brachten Sorten, Hopheoe und Derivate und dergL; 

d) andeie ancaganische X^rbindungen, z. B. als Lo- 
sung handhabbare organometallische Vbrlauferverbin- 13 
dungen zur Herstellung von Isoiatoren oder Leitern. 

In diesem Zusammenhang ist edn als Ldsung handhabba- 
res Material eines, das nach Trocknung cine endgultige sta- 
bile Form erzeugt, die vorzugsweise optisch/eicktromsch/ 20 
optoelektronisch aktiv ist So sind L&sungen, die nach dem 
Trocknen ihie endgultige Farm erreichen, eingeschlossen 
wie auch Losungen eines \bdanferpolymers, das nach dem 
Trocknen in die endguMgeForm des Polymers sich umwan- 
delt Bine Weise, in der das als Ldsung handhabbare Mate- 25 
rial seine endgultige Farm erreichen kann, ist die \ferdarnp- 
fung von LosungsmitteU wodurch ein fester geloster Stoff 
zurQckbleibL Dies kann erreicht werden, indem das Material 
getrocknet wind oder indein man es bei KTP (Zimmertetnpe- 
ratur und -druck) trocknen IfiBt Natiirlich Wnnn erne Hock- 30 
nung durch sich selbst mcht ausreichend sein, um das als 
Losung handhabbare Material in seinen endgOltigen stabilen 
Zustand umzuwandeln, in welchem Fall weitere Schritte 
vorgesehen werden konnen, um die notwendige Anderung 
in der chemise hen Zusammensetzung des Materials zu be- 35 
wirken. 

Das hier beschriebene Aufbringverfahren ist insbeson- 
deze brauchbar fur Inline- Verarbeitiing zum Aufbringen ei- 
ner Anzahl von verschiedenen Substanzen. Das heiBt, ein 
Substrat kann kontinuierlich oder schrittweisc zwischen ei- 40 
ner Anzahl von verschiedenen Bohrungsanordnungen zum 
Aufbringen von verschiedenen Materialien fur die Bildung 
unterschiedlicher Schichten bewegt werden. 

Patentanspruche 45 

1. Verfahren zum sdektiven Aufbringen eines als Lo- 
sung handhabbaren organischen Materials, welches 
umfaBt 

Aufbringen des Materials durch eine langgestreckte SO 
Bohrung von einem in Verbindung mil cinem \brrats- 
behaller dieses Materials stehenden entfernten Endezu 
einem distalen Ende nahe einem Substrat zur Auf- 
nahme dieses Materials, wobei die Zufuhrung des Ma- 
terials so gestsuert wild, dafi es das distale T?nA» unter 55 
der Wirkung der Schwerkraft oder der Benctzungs- 
spannung oder einer Kombinadon derselben infblge 
des Kontakts zwischen diesem Material und dem Sub- 
strat verlflBt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die we- a 
mgstens eine Bohrung in Verbindung nrit dem Vbrrats- 
behalter uber einen flewblen Schlauch stent, um eine 
Bewegung der Bohrung bezflglich des Substrata zu er- 
moglichen, so daB eine selektive Aufbringung in vor- 
bestimmten Bereichen des Substrats ermfigticht wird. 65 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die lang- 
gestreckte Bohrung einen Tfeil einer Bctatngsanard- 
nung bildet, die den Vbrratsbehalter einschlieSt und be- 



zflglich des Substrats beweglich ist, um das selektive 
Aufbringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats 
zu ennoglkhsoL 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Sub- 
strat bezflglich der werngstens einen langgestreckten 
Bohrung beweglich gelagert ist, um das selektive Auf- 
bringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats zu 
ermoglichezL 

5. \ferfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Boh- 
nmgsanordnung aus einer Anordnung in Farm einer 
Platte bestcht, die eine Anzahl von Offixungen besitzt, 
deren jede mil einer entsprechenden vorstehenden 
langgestreckten Bohrung in verbindung stent, wobei 
die OShungen eine Verbindung der Bohrungen mit 
dem Mxratsbehalter ermOglichen. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, mit wenigstens drci 
langgestreckten Bohrungen in \ferbindung nrit jeweils 
unterschiedlichen Vbrratsbehaltern zur Zufuhrung von 
untenchiedlichen Materialien zu vorbestimmten Berei- 
chen des Substrats, wobei die unterschiedlichen Mate- 
rialien lichtemittierende organise he Materialien sind, 
die Licht von unterschiedlichen WellenUngen emitrie- 
ren konnen. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem das Substrat ein vargeformtes Muster 
von Trermmaterial zur Bildung vorbestimmter Berei- 
che tragt, in den en das selekdve Aufbringen stattfinden 
soa 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei welchem ein Elek- 
trodenmaterial in den vorbestimmten Bereichen varher 
auf gehracht worden ist. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Querschnktsflache der Bohrung 
imBereich von 0,001 mm 2 bis lOmrr^liegt 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem der Abstand zwischen dem Substrat 
und dem distalen Ende der langgestreckten Bohrung 
weniger als 10 mm betrflgt 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Geschwindigkeit des Aufbrin- 
gens des Materials uber die langgestreckte Bohrung 
weniger als 3 m/s betragt 

12. Vcrtahren nach einem der vcrangefaenden Aiispru- 
che, bei welchem die vorbcstimnitcn Bereiche eine ma- 
ximale Abmessung von mehr als 50 um besitzerx 

13. \ferrahren zum Herstellen einer optischen, eleklro- 
mschen oder optoelektronischcn Einrichtung, welches 
umfafit: 

(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbe- 
stimmten Musters von Trennmaterial zur Bildung 
von vorbestimmten Bereichen fur das darauffol- 
gende Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials in den vorbestimmten Bereichen durch 
Zufuhren des Materials von einem in Verbindung 
mit einem Vbrratsbehalter dieses Materials ste- 
henden entfernten Ende einer langgestreckten 
Bohrung zu einem distalen Ende dieser Bohrung 
nahe den vorbestimmten Bereichen, 

wobei dieZufunrung des Materials dcrart gestcu- 
ert wird, dafi es das distale Ende unter der Wir- 
kung der Schwerkraft oder der Berjeteungsspan- 
nung oder einer Kombinadon dieser bciden mit- 
tels des Kontakts zwischen dem Material und dem 
Substrat veriMBt; und 

(c) Durchnlhrung eines TVocknungsschritles. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, welches vox dem 
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Schritt (a) den Schritt des Ausbildens auf dem Substrat 
cincr AnzahL von Eletaxicnbcicichen umfafit, die in 
den vorbesummien Bcrcichcn frciliegen. 

15. Verfiahrco nach Anspruch 14, bci welchem die 
Klektrodenbereiche Anodenbexeiche rinH imrf An* 5 
fahrm einen weiteren Schritt des Aufbringens eaner 
Katbodenschicht nach dem Irocknungsschritt umfafil 

16. Verfahren nach Anspruch 13, 14 oder 15, bei wel- 
chem. das als Lttsung handhabbare Material ein lichte- 
mittierendes orgatdscbes Material 1st 10 

17. Verfahren nach Anspruch 1 oder 13, bd welchem 
das Material in Kontakt mit dem Substrat gebracht 
wild, wibrend das Material noch in Kontakt mit dem 
distalen Ende der Bobrung stent 

18. Verfahren zum Herstellen cincr aktiven Rompo- L5 
nente fur cine optische, elektronische oder optoelektro- 
tdsche Einrichtung unter Anwendung des \ferfahrens 
nach Anspruch 1 oder Anspruch 13. 
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